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モデル概要

軸対称モデルArプラズマによる表面ダスト金属（Ru)除去

シミュレーション領域

ターゲット：不要なRu膜

～
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40 mm

Arガス
4 Pa

交流 電圧： 500 V

振幅： 13.56 MHz

 コンデンサ： 100 pF

誘電体
（誘電率：石英相当）

誘電体
（誘電率：石英相当）

基板
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電位
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✓ 自己バイアス効果により、基盤側の電位が負に偏って
いることが分かる。（※ 印加電圧は交流500 V）

電位（周期平均） 基板側電位の時間変化

（基盤側）

[V]

時間 [s]

電
位

 [
V

]



CCPを用いた基板表面クリーニング

4

粒子数密度
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電子数密度（周期平均）

[/m3] [/m3]

Arイオン数密度（周期平均）
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エネルギー分布
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電子エネルギー
（1個当たり、周期平均）

[eV] [eV]

Arイオンエネルギー
（1個当たり、周期平均）
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電子流束
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電子数流束（周期平均） 電子エネルギー流束（周期平均）

[/ m2 ⋅ s ] [W/m2]

（基盤側）（基盤側）

※ 値の押上表示※ 値の押上表示
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Arイオン流束
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Arイオン数流束（周期平均） Arイオンエネルギー流束（周期平均）

[/ m2 ⋅ s ] [W/m2]

（基盤側）（基盤側）

※ 値の押上表示※ 値の押上表示
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基板表面のクリーニング
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Ruエロージョン率

[m/s]

基板上の距離 [m]
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ジ
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m
/s

]

✓ ダストによる再汚染まで考慮
した正味のクリーニング量を
評価できます。

※ 値の押上表示

※ レジスト（基盤の部分保護材）は考慮していません。

（基盤側）
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https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/detail.html https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/column.html

https://www.wavefront.co.jp/inquiry.html https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/example.html

https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/column.html
https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/example.html
https://www.wavefront.co.jp/inquiry.html
https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/detail.html
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